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Nazev disertadni prace: Studium odporového spinani v pamét'ovych celach na
bazi iontové vodivych chalkogenidii a nanoporézniho oxidu hlinitého

Pfedkladana disertaéni prace se zabyva problematikou pfipravy objemovych
vzork(l chalkogenidovych skel obsahujicich stfibro As-S. Ag-Ge-S, Ag-As-S-Se, jejich
tenkych vrstev (zejména As-S) a jejich potencialni aplikaci jako iontovych spinaci.

Tato prace popisuje zejména syntézu, charakterizaci a aplikaci tenkych vrstev
amorfnich chalkogenidli dopovanych stfibrem pro studium odporového spinani -
jeden z modernich principli ukladani informaci. Cilem byla pfiprava téchto
pamétovych cel vyuzivajicich tento princip a to i v nanorozmérech s vyuZitim
porézniho oxidu hlinitétho (AAO). Postup pfipravy vrstev, jejich dopovani stfibrem a
pfiprava pamétovych cel s vyuzitim AAO je komplexni a zahrnuje celou fadu kroku,
které byly vramci této disertaéni prace vyvinuty a optimalizovany. Pro potfeby
ptipravy pamétovych cel vyplnéné AAO stfibrem a chalkogenidovymi amorfnimi
vrstvy s iontovou vodivosti, byl pouzit proces fotoindukované difuze a rozpousténi
stfibra. Tento proces byl v praci dukladné studovan a to nejen z hlediska kinetiky
procesu, ale i z hlediska dlileZitosti tohoto procesu pro pfipravu pameétovych cel. Pro
zjisténi vlivu nanostrukturované elektrody tvorené stfibrem vyplnénym AAO byly pro
porovnani pfipraveny i pamétové cely bez nanostrukturované elektrody. Bylo
naprogramovano $est méficich skriptd, které postihuji rizné aspekty odporoveho
spinani. Po provedeni véech popsanych operaci bylo srovnano odporové spinani
pamétovych cel pfipravenych s pomoci AAQO s pamétovymi celami na
mikroskopickém skle. Pozorovany rozdil potvrdil uspéch v pfipravé pamétove cely
nové generace v nanorozmérech a pozitivni pfinos pouZiti nanostrukturované
elektrody. Dokazal i vyznam nanorozméri pamétové cely pro pribéh procesu
odporového spinani. Tato prace tak otevird $iroké mozZnosti dalSiho studia jevu

odporového spinani s cilem prohloubit znalosti pro vyuZziti odporovych paméti.

Vysledky jeho prace jsou piedmétem 4 praci v zahraniénich Casopisech (jiz

publikovanych) a dale byly vysledky publikovany na konferencich doma i v zahranici.
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ing. Jakub Kolaf ve své praci musel zviddnout a porozumét fadé
experimentalnich postupll, pfistupt, technik i jejich uskali vcetné pfipravy
objemovych vzorkli a programovani spinacich skriptl. Pfi praci vyuZil téZ fady
analytickych technik k charakterizaci pfipravenych amorfnich materiald i

nanostrukturovanych elektrod.
Na zaveér této prace byly nastinény moznosti dalSiho studia a potenciainich

aplikaci v oblasti pevnych elektrolytd na bazi chalkogenidovych skel sméfujici ke

zvyseni iontové vodivosti a v elektronickych netékavych pamétech.
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